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いて 400℃で作製した低温酸化膜 MOS キャパシターの界面準位を測定した。 
まず熱酸化膜のC-t法を用いて算出したキャリア表面生成速度を文献値と比較しそ
の妥当性を確認した。それと同時に Quasi-Static 法の界面準位密度 Dit=5.6×1010 
[/cm2eV]と比較し使用したバルクの捕獲断面積と熱速度を算出した。その後 400℃で
作製した低温酸化膜 MOS キャパシターの界面準位を測定し Dit=5.6×1011[cm2eV]と
いう値を算出した。この値は研究室で依然測定した試料の Dit=1.0×1011[cm2eV]と比
べ大きな値を取っているが Terman 法の Dit=1.0×1012[cm2eV]と比較するとより近い
値を取っていることが確認できる。 
以上より本研究成果より、C-t 法により絶縁性の乏しい低温作製酸化の膜界面準位
を算出する事で、高品位シリコン酸化膜を低温形成に役立つ事が期待される。 
 
